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об’ємна
 

густина
 

дипольного
 

моменту
 

діелектрика
 

або
 

поляризовність, 
поляризуемость

 
(рос.), polarization density (or electric polarization, or 

simply polarization). 
P


D


-
 

електрична
 

індукція, electric
 

displacement
 

field.

ε
 

–
 

діелектрична
 

проникливість, диэлектрическая
 

проницаемость, permittivity

α
 

-
 

діелектрична
 

сприйнятливість, диэлектрическая
 

восприимчивость, electric
 susceptibility

Кл/м2
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Gaussian units SI units where

E and D are the electric field and 
displacement field, respectively;
P is the polarization density;

is the permittivity;
is the permittivity of vacuum (used in 

the SI system, but meaningless in Gaussian 
units);

is the electric susceptibility

nP
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Якщо
 

на
 

поверхні
 

немає
 

вільних
 

зарядів, то
 

граничні
 

умови
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вигляд
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Якщо
 

у
 

Всесвіті
 

крім
 

провідників
 

є
 

середовище
 

з
 

проникливістю
 

ε
 

маємо

Ємність
 

збільшується
 

у
 

ε
 

разів.

Ємність
 

конденсаторів
 

теж
 

збільшується
 

приблизно
 

у
 

ε
 

разів.
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Точковий
 

заряд
 

на
 

границі
 

двох
 

середовищ
 

з
 

ε1

 

та
 

ε2

 

. Вважаємо, що
 

E=A/r2. В
 першому

 
D1

 

= ε1

 

A/r2, в другому D2

 

= ε2

 

A/r2, кожне
 

має
 

по
 

2π
 

стерадіанів. З
 рівняння

 
Максвела

 
маємо

 
q=2πA(ε1

 

+ε2

 

)A, звідкіля
 

знаходимо
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Перевірка. При
 

ε2

 

→∞
 

це
 має

 
перейти

 
у

 
випадок, 

коді
 

друге
 

середовище
 

це
 провідник. Дійсно, тоді

 
q’→

 -q, а
 

q”
 

не
 

вносить
 

внеску
 через

 
ε2

 

→∞.
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Діелектрики
 

як
 

ведмеді, є
 

полярні
 

та
 

неполярні.
Електрети

 
— аморфні

 
речовини, здатні

 
впродовж

 
тривалого

 
часу

 
втримувати

 наведену
 

поляризацію. Складаються
 

з
 

полярних
 

молекул, наприклад, суміші
 воску

 
й

 
смоли. Якщо

 
розплавити

 
таку

 
суміш

 
і

 
помістити

 
її

 
в

 
дуже

 
сильне

 електричне
 

поле, а
 

потім
 

дати
 

затверднути
 

в
 

такому
 

стані, поляризація
 зберігатиметься

 
протягом

 
днів. Проте

 
з

 
часом

 
повільні

 
процеси

 
релаксації

 призведуть
 

до
 

хаотизації
 

орієнтації
 

полярних
 

молекул, і
 

електричний
 

момент
 поволі

 
зникне.
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Неполярні: p=βE, P=Np  N41
Полярні

 
з

 
дипольним

 
моментом

 
молекули

 
p0



Рівняння
 

Лоренца-Лорентца

Діелектрична
 

проникливість
P=Np=Nβ

 
E, ɛ=1+4πβN, α=Nβ

Ефективне
 

поле
 

P=αE’
E’=E-(-4π/3)P= E+4πP/3
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Електрети
Кристали

 
та

 
інші

 
анізотропні

 
середовища

П’єзоелектрики, зворотній
 

ефект
Піроелектрики
Сегнетоелектрики
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П'єзоефект
 

— виникнення
 

електричних
 

зарядів
 

(п’єзоелектрики) на
 

гранях
 деяких

 
кристалів

 
при

 
їхній

 
деформації

 
(прямий

 
п'єзоефект), або

 
навпаки

 
—

 виникнення
 

деформації
 

цих
 

кристалів
 

внаслідок
 

дії
 

електричного
 

поля
 (зворотний

 
п'єзоефект).
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Сегнетоелектрики
 

та
 

антісегнетоелектрики



Явление
 

сегнетоэлектричества
 

аналогично
 

явлению
 ферромагнетизма

 
и

 
в

 
англоязычной

 
литературе

 
носит

 название
 

ферроэлектричества
 

(англ. ferroelectricity).
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